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Sposób otrzymywania ciągłego wzmacniania ultra
i hiperdźwickowych fal powierzchniowych w piezoelektrycznych

kryształach siarczku kadmu i selenku kadmu

Iteadmiictem wynalazku jest sposób otrzymywa-
nria ciągłego wzmacniania ultLra i hilperdźwiękowych
fal powierzchniowych w piezoelektrycznych krysz¬
tałach siarczku kadimu i selenku kadimiu.

Znany jest sposób uzyskiwainlia ciągłego wzmac¬
niania ultra i hiperdiźwiękowych fal powierzchnio-
wych w elementach złażonych z materiału piezo¬
elektrycznego na który nałożona jest bezstykowo
warstwa półprzewodnika. Sposób ten polega na
tyim, że w warstwie półprzewodnika generuje się
w znany sposób podłużną, poprzeczną lub po-
wiemzdhniową falę ultra lulb biiperidiźwiękową, która
po przyłożeniu wysokiego stałego napięcia do war¬
stwy półprzewodnika wywołującego w niej dryf
elektronów, wytwarza pole elektryczne, które mo-
duliuje strumień elektronów. Przy krytycznej pręd¬
kości strumienia elektronów następuje zmiana zna¬
ku w efekcie Dopplera i uzyskuje się ciągfłe wzmoc¬
nienie .sygnału.
Sposób ten ma jednak tą wadę, że wymagany jest

do jego zreaSLiizowania element złażony z materiału
piezoelektrycznego i warstwy półprzewodnika, któ¬
rego technologia produkcji jest trudną, skompllko-
wana i wymaga wielu precyzyjnych uirząjdzeń.
Celem wynalazku jest uzyskanie ciągłego wzmac¬

niania ailtra i hiperdawiękowych fal powienzchnio-
wyich w kryształach piezoelektrycznych bez dodat¬
kowej warstwy półprzewodnika.
Cel ten osiągnięto dzTięki temu, że okazało się nie-

oczekiwanie, że dzięki wykorzystaniu zjawaiska fo-
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toelektrycznegio w kryształach piezopółtprzewoldni-
kowych gruipy wuncytowej takich jak siarczek kad¬
mu i selenek kadimu, można wytworzyć w nich
cienką przypawieracihniiową warstwę półprzewodizą-
cą, w której zlokalizowany jest strumień dryfu
elektronów i która pełni rolę dotychczas stasowanej
warstwy półprzewo/dnika nakłaidanej bezstykowo na
kryrsiZJtał piezoelektryczny.
Istota wynalazku polega na tym, że płytkę krysz¬

tału siarczku kadimu lub selenku kaldmu naświetla
się przez co powstaje w płytce cienka przypo¬
wierzchniowa warstwa półiprzewoidizajca, nasftepniie
generuje się iw płytce w znany sposób ultra lułb
hipendźwiękową falę powierzichniową i przykłada
się do miej wysokie stałe napięcie wywołujące w
wytworzonej przez naświetlanie przypowierzchnio¬
wej wanstwtie płytki strumień diryfiu elektronów
przy czym fala powierrzcIhnAowa wyitwarza pole
elektryczne modulujące strumień elektronów, który
poprzez sprzężenie piezoelektryczne wizmacnia tę
falę.
Siposób wedłiug wynalazku zastanie poniżej szcze¬

gółowo objaśniony w zasitosowaniiiu do kryształu se¬
lenku kaidimiu 1 siarczku kaldmu.
iBowierzchnię płytki kryształu selenku kadamu na¬

świetla się światłem widzialnym, naitomiastt jw przy¬
padku zastosowania siarczku kadmu światłem o
długości fali 500—153(0 nanometrów.
[Rod wpływem naświetlania, na skutek zjawiska

fotoefektu li słalbej przenikalnaści światła do kiOkru-
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naistu mikronów w głąjb kryształu, wytwarza się w
krysztale przypowienzdhniowa cienka warstwa pół-
przewodząca. Poizostała część kryształu zachowuje
się jak piezoelekforyfc.
iW krysztale generuje się w .znany sposób ultra

luib hiperdźwiękową falę powierachniiową i przykła¬
da się do kryształu wysokie stale napięcie, które
wytwarza diryf elektronów w przypowierzchniowej
półprzewodzącej warstwie kryształu.
Fala powierzchniowa, wskutek zjawiska piezo-

efektu wytwarza pole elektryazne, które modiuiluje
strumień dryfu elektronów. Przy krytycznej war¬
tości ipręjdlkośoi strumienia następuje zmiana znaku
w efekcie Dopplera i następuje ciągłe wzmocnienie
fali powierzchniowej.
Wartość wysokiego,napięcia stałego powanna być

talka, aby prędkość drytfiu elektronów była rzędu
kilku prędkości fali powierzchniowej, tj. nzęjdu kil¬
ku kilometrów na sekundę. Dobór tego napięcia od¬
bywa się na drodze eksperymentalnej.
Przypowierzchniowa półprzewodiząca warstwa

kryształu jest chłodzona w .sposób naturalny bądź
dla polepszenia efektu wzmocnienia w sposób
sztuczny (w (parach ciekłego azoltu luib suchym lo¬
dem.

Wartość wzmocnienia dla częstotliwości fali na
przykład 80 MHz wynosi rzędu 32 dB na centymetr
bieżący po odliczeniu strat, przy optymalnym do¬
borze długości fali w stosunku do grubości warstwy
prizypowierzChnioiwej. Optymalny efekt uzyskuje się
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w przylbiliżenifu dla X « d gdzie X — długość fali,
d — grubość warstwy.
Sposób według wynalasiku pozwala skonstruować

wzmacniacz będący odpowiednikiem lampy z falą
bieżącą o długości fali 105 razy krótszej niń w lam¬
pie z falą bieżącą o strukturze spowalniającej, przy
ted samej częstotliwości. •
Ponadto sposób ten' podwala na dalszą miniatu¬

ryzację wzmacniaczy oraz na stosowanie jednolitego
układu do wzmacniania sygnałów akustycznych
i elektrycznych.

[Zastrzeżenie patentowe

Slposób otrzymywania ciągłego wzmacniania ultra
i hiperdźwiejkowyćh fal powierzchniowych w piezo¬
elektrycznych kryształach siarczku kadmu i selen-
ku kadmu, znami«nny tym, że płytkę kryształu se-
lenku kadmu naświetla się światłem widzialnym
Lub płytkę isiarczJku kaidniu naświetla się światłem
o długości fali 500^930 nn% następnie generuje się
w tej płyjtce kryształu w znany sjpoisób ultra lub hi¬
pendźwiękową falę powierzchniową 1 jednocześnie
przykłada się do płytki wysokie stałe napięjoie wy¬
wołujące w wytworzonej przez naświetlanie cien¬
kiej przypowierzchniowej warstwie płytki strumień
dryfu elektronów przy czym fala powierzchniowa
wytwarza pole elektryicizne modulujące strumień
elektronów, który poprzez sprzężenie piezoelek¬
tryczne wzmacnia tę falę.

ZG „Ruch'* w-wa, zam. 1344-70, maki. 250 egz.
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